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はじめに 

局所的なイオン照射は，表面形状にほとんど影響を与えず微細な磁気パターン構造を作製できる手法であり，低

コストで高密度なビットパターン媒体(BPM)の作製に応用できると考えられる．我々は，このイオン照射型ビット

パターン媒体に適する材料として大きな垂直磁気異方性を有する L10-MnGa 規則合金膜に注目し，ビットパターン

膜を作製してきた 1)．しかし MgO(001)単結晶基板上に成長させた MnGa を用いた．応用上は安価なガラス基板上

等に作製する必要があるため，そこで我々は，熱酸化膜付き Si 基板上に(001)配向させた L10-MnGa の検討を行っ

てきた．2)．本報告では CrB 下地層の利用や熱処理条件の検討を行うことで，高配向の L10-MnGa (001)膜を熱酸化

膜付き Si 基板上に成膜したので報告する． 

実験方法 

L10-MnGa 規則合金膜の膜構成は Cr (2 nm) / MnGa (15 nm) / Cr (20 nm) / MgO (20 nm) / CrB (5 nm) / NiTa (25 nm) / 

Si sub．とした．MgO 層のみ超高真空蒸着により室温で成膜し，その他の層は，マグネトロンスパッタリング法に

て行った．なお，マグネトロンスパッタ室と真空蒸着室は真空で繋がれており，試料を大気暴露することなく成

膜した．MgO 層上の Crバッファ層は室温でスパッタ成膜後，800℃で 60分間，真空中で熱処理を行った．その後

200℃で MnGa 膜を成膜し，成膜後 L10規則化のため 400℃で 60分間，真空中で熱処理を行った．膜の磁気特性は

交番磁界勾配型磁力計，結晶構造は X 線回折装置で評価した．磁区構造は磁気力顕微鏡(MFM)により観察した． 

実験結果  

Fig. 1 は，Si基板上に作製した MnGa 膜の X線回折プロファイルである．MgO のバッファ層として CrB層を挿

入することにより，MgOの(001)配向性が向上した．また，規則格子線である MnGa 001 ピークが見られ，規則度

を見積もると約 0.9 以上であった．Fig. 2は，(a) Si 基板上，(b) MgO(001)基板上に作製した MnGa 膜の M-Hループ

である．Si 基板上の MnGa 膜は大きな垂直磁気異方性を示し，飽和磁化は 300 emu/cc となった．この大きな垂直

磁気異方性は Fig. 1 で示した良好な(001)配向性に起因すると考えられる．なお，MgO 基板上の MnGa 膜（Fig. 2 (b)）

と比較すると，Si 基板上の MnGa の飽和磁化は半分程度であり，面内方向のループにヒステリシスも見られ，異

方性分散があると考えられる．今回，CrB層の挿入や熱処理条件の検討により，良好な磁気特性を有する MnGa(001)

配向膜を Si 基板上に作製することができたが，MgO 基板上の MnGa 膜の特性に近づけるためにはさらなる成膜条

件の検討が必要であると考えられる． 
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Fig. 1 X-ray diffraction profile of MnGa films: Cr (2 nm) 

/ MnGa (15 nm) / Cr (20 nm) / MgO (20 nm)  

/ CrB (5 nm) / NiTa (25 nm) / Si substrate. 

Fig. 2 (a) M-H loops of MnGa film grown on Si 

substrate and (b) on MgO (001) substrate. 
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